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 要  旨 
 現在、環境問題が注目を集めている。そのひとつの解決策として、光触媒が挙げられる。しか
しながら、現在主流の光触媒は TiO2であり、紫外光での光触媒作用しかない。そこで、本研究で
は、可視光応答が可能な CdS-ZnOヘテロ接合ナノロッドの光触媒特性について調べた。 
CdS-ZnO構造は、Type-Ⅱのヘテロ接合を形成し、光によって励起され生成されたキャリアの
寿命をのばすことが期待できる。また、ナノロッド構造を利用することで表面積の増加が期待で
きる。また、従来から可視光応答が可能な CdSは光触媒の研究対象となっている。しかしながら、
CdSは光を受け、励起されて生成された正孔で、自身を酸化し溶けてしまうという性質がある。
それを防ぐために、本研究では、貴金属である金を、電着により堆積させた。 
 実験方法としては、ITO基板上に、電着で ZnOの Seed層をつけ、水熱法によって、ZnOナノ
ロッドを成長させた。そのご、化学的堆積法によって、CdSを堆積させた。保護膜の Auは、電
着法によって堆積させた。今回、Au-CdS-ZnO-ITO、CdS-ZnOnanorod-ITO、CdS-ZnO-ITO、
CdS- ITOのそれぞれのサンプルを作り、SEM、XRD、吸光度のデータをとり比較を行った。 
 結果としては、光触媒反応は、CdS-ZnOnanorod-ITO>CdS-ZnO-ITO>CdS- ITOという順にな
った。これらのことから、CdS-ITO の場合よりも、CdS-ZnO のヘテロ接合がある場合のほうが
高い光触媒効果が得られることがわかった。これらの理由としては、光触媒に寄与するのは、光
によって励起されたキャリアが CdS表面についた、水溶液中の化学分子がキャリアを受け取り分
解されるためであるので、キャリアの生成が増加したと考えられる。 
 CdS-ZnO ナノロッド-ITO のほうが、更に高い光触媒効果が得られた理由としては、表面がナ
ノロッドの凹凸ができているため、CdSの堆積面積が増えたためだと考えられる。 
 保護膜に関する実験では、Auの堆積時間を、変化させて、吸光度を測定した。結果としては、
CdSの溶け出しがなくなってきていることは、吸光度のデータから確認できたが、光触媒効果が
抑止されていることが確認された。均一な薄膜ができていないため、Auに覆われた部分が、光を
透過せずに遮断しているためと考えられる。 
 CdS-ZnOヘテロ接合構造、ナノロッド構造では高い光触媒効果を得ることができたが、Auに
の保護膜により、CdSの溶け出しの抑制はできなかった。今後の課題としては、CdSが溶けずに
光触媒反応を得る工夫を見つける必要がある 
 
